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DHC AL UNIVERSITATII DE STAT "ALECU RUSSO” DIN BALTI,
ACADEMICIANUL ION TIGHINEANU LA 60 DE ANI

Daca am incerca si punem in evidenta
titlurile si functiile pe care le detine: academician,
profesor universitar, doctor habilitat in stiinte
fizico-matematice, Om  emerit,  prim-
vicepresedinte al Academiei de Stiinte a Moldoveli,
director al Centrului National de Studiu si Testare
a Materialelor din cadrul UTM, (specialitatea
,Nanotehnologii”), academician coordonator al
Sectiei de Stiinte Ingineresti si Tehnologice,
DOCTOR HONORIS CAUSA a Universitatii de
Stat ”Alecu Russo” din Balti, etc., sa-r parea ca
acestea sunt suficiente pentru ntregirea tabloului
acestei personalitati, acesteia din urma i sa-r putea
atribui, sau mai corect spus i sa-r asocia un sir de
epitete pentru a infrumuseta sau inobila intr-un fel
sau altul portretul dinsului. Cred ca voi reusi sa fiu
sincer si sd nu supar pe nimeni operand doar cu
unele din faptele reale si rezultatele marcante ce-i
apartin pe buna dreptate.

Munca de cercetare realizatd cu daruire de
sine si abnegatie, si rezultatele obtinute bine
inchegate intr-o lucrare integrald i-au permis sa
sustina cu succes teza de doctor habilitat in stiinte
fizico-matematice la Institutul de Fizica Aplicati al
ASM in anul 1990. Pentru activitatea didactica
fructuoasa, conducerea reusitd a tezelor de doctor
si elaborarea a numeroaselor materiale stiintifice si
didactice i se conferd in anul 1993 titlul stiintifico-
didactic de profesor universitar. Tntrunind cu brio
conditiile necesare, in anul 2007 este ales membru
corespondent al Academiei de Stiinte a Moldovei.
In continuare activeaza in functia de vicepresedinte
al ASM, 1n anul 2012 fiind ales academician, iar in
martie 2013 este ales prim-vicepresedinte al ASM
de catre Asambleea Academiei de Stiinte a
Moldovei.
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Interesele stiintifice ale dlui prof. Ion
Tighineanu cuprind nanotehnologiile, micro- si
nanostructurarea  compusilor  semiconductori,
elaborari de metamateriale, cristale fotonice,
nanocompoziti si dispozitive electronice si fotonice
n baza lor. D-lui a dezvoltat o directiec noua in
domeniu — nanotehnologiile nelitografice in baza
tratarii materialelor cu ioni si crearii conditiilor de
auto-organizare. Cercetdrile ce s-au bazat pe acest
concept au permis de a elabora metode noi de
nanostructurare spatiala a materialelor
semiconductoare, in particular metoda litografiei
sarcinii de suprafatd, realizatd prin inducerea cu
ajutorul razei focalizate de ioni la energii mici a
unei sarcini negative la suprafata
semiconductorului care 1l protejeazd de corodare
electrochimica (Applied Physics Letters, Vol. 86,
174102, 2005). Pe parcursul ultimilor ani, echipa
de cercetatori condusd de academicianul Ion
Tighineanu a propus si realizat urmatoarele metode
nano-tehnologice bazate pe conceptii noi:

Metoda credrii retelelor ordonate de
nanotuburi din dioxid de titan cu diametrul intern
dirijat (Brevet de inventie nr. 4063). Tehnologia a
fost apreciata de site-ul NanoTechWeb.org din
Marea Britanie (vezi
http://nanotechweb.org/cws/article/tech/42313),
precum si de site-ul MaterialsViews.com din
Germania (vezi
http://www.materialsviews.com/more-less-hollow-
always-nano-titania-templates/);

Metoda formarii retelelor ordonate de
nanotuburi metalice incorporate in matrice de
semiconductor. Tehnologia a fost apreciata de site-
ul NanoTechWeb.org din Marea Britanie (vezi
http://nanotechweb.org/cws/article/tech/34704);

Metoda vizualizarii directe a
nanoarhitecturii spatiale a dislocatiilor intr-un corp
solid, care a fost apreciata de site-ul
NanoTechWeb.org din UK, (vezi
http://nanotechweb.org/cws/article/tech/44967);

Metoda intensificarii rezistentei la radiatii a
compusilor semiconductori prin nanostructurare,
care a fost apreciata de site-ul NanoTechWeb.org
din Marea Britanie (vezi
http://nanotechweb.org/cws/article/tech/49261);

Metoda de formare a membranelor ultra-
subtiri de GaN suspendate pe nanocoloane de GaN,
create Tn mod dirijat in acelasi proces tehnologic.
Tehnologia a fost apreciata de site-ul
NanoTechWeb.org din Marea Britanie, (vezi
http://nanotechweb.org/cws/article/tech/49261);

Metoda intensificarii  emisiei  undelor
Terahertz la excitare opticd prin procesarea nano-
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matricelor semiconductoare cu ioni grei la energii
mari (85 MeV Kr**® si 130 MeV Xe*?), publicata
in Applied Physics Letters, Vol. 97, 181921, 2010;

Metoda fnscrierii directe a ghidurilor de
unda in membrane constituite din nano-tuburi de
Ti02, publicata in Journal of Applied Physics, Vol.
114, 234302 (2013). Tehnologia a fost apreciata de
site-ul NanoTechWeb.org din Marea Britanie (vezi
http://nanotechweb.org/cws/article/tech/55933).

Nu ar fi corect, a nu pune in evidenta si cele
relatate de prestugiosul portal NanotechWeb.org
din Londra referitor la cele mai impresionante
elabordri 1n nanotehnologii la inceputul anului
2015 cu denumirea “Electrodepunere prin salturi”
realizatd de catre acad. Ion Tighineanu. Prim —vice
presedinte al ASM tmpreuna cu disciposus sau dr.
Eduard Monaico, colaborator stiintific la Centrul
National de Studiu si Testare a Materialelor din
cadrul UTM si prof. Kornelius Nielsch de la
Institutul de Fizicd Aplicatd din Hamburg,
Germania.

Academicianul lon Tighineanu  are o
contributie majord la dezvoltarea tehnologiilor de
obtinere a structurilor poroase de compusi
semiconductori 111-V si II-VI. Domnia Sa a propus
si a dezvoltat litografia cu sarcind de suprafata, a
elaborat elemente fotonice in baza coloanelor cu
gradient transversal al indicelui de refractie, micro-
lasere in baza materialelor nanocompozite si a
structurlior de dimensiuni reduse de ZnO, etc. A
demonstrat efectul benefic al nanostructurarii
asupra rezistentei la radiatie a diferitor compusi
semiconductori §i a inifiat crearea unei
infrastructuri nanotehnologice nationale. Este unul
dintre cei mai citati savanti ai tarii noastre, avind
indicele Hirsch egal cu 30, ceea ce reprezinta un
record la nivel national. Rezultatele obtinute au
fost 1nalt apreciate la nivel international, fiind
plasate pe copertele revistelor Physica Status Solidi
din Germania si Journal of Nanoelectronics and
Optoelectronics din Statele Unite ale Americii.

DI academician lon Tighineanu a publicat
peste 600 de lucrari stiintifice, dintre care cca 300
in reviste internationale recenzate. De mentionat
cd, numai In revistele Applied Physics Letters si
Journal of Applied Physics dl prof. lon Tighineanu
a publicat peste 40 articole. Este coautor a 5
monografii in limba engleza, doud dintre ele la
Editura Springer in Germania (2009 si 2014), si
una la Editura ,,Woodhead Publishing” in Marea
Britanie (2011). Promoveaza cu succes activitatea
de inventica, fiind autor a peste 50 brevete de
inventie care au fost apreciate cu 17 medalii de aur
si argint la expozitii internationale. In anul 2011
devine Laureat al Medaliei de Aur a Organizatiei
Mondiale de Proprietate Intelectuala "Inventator
remarcabil”.

DI prof. Ion Tighineanu a creat scoala sa
stiintificd in  domeniul  nano-tehnologiilor
nelitografice si al materialelor noi fotonice. A
fondat Centrul National de Studiu si Testare a
Materialelor dotat cu utilaj modern, n cadrul
caruia activeaza multi tineri talentati — absolventi
ai Catedrei de Microelectronica si Dispozitive cu
Semiconductori (UTM). A pregatit 15 doctori in
stiinte si doi doctori habilitati. A cistigat prin
concurs 15 granturi stiingifice internationale, ceea
ce ia permis sd dezvolte o baza tehnologica si
experimentald modernd. Colaboreazd cu zeci de
universitati si centre de cercetare din alte tari. Este
recenzent la reviste stiintifice internationale de
prestigiu: Physical Review Letters, Physical
Review B, Applied Physics Letters, Journal of
Applied Physics, Nanotechnology etc. Este
membru la o serie de asociatii profesionale
internationale cum ar fi AAAS, MRS,
Electrochemical Society, IEEE, OSA, SPIE etc.,
precum si membru al colegiilor de redactie la
urmitoarele reviste internationale: Semiconductor
Science and Technology (Marea Britanie),
European Journal of Engineering Education
(Marea Britanie), Romanian Reports in Physics
(Romania), Ukrainian Journal of Physics
(Ucraina), Surface Engineering and Applied
Electrochemistry etc. Din anul 2005 este
reprezentantul  plenipotentiar al  Guvernului
Republicii Moldova la Institutul Unificat de
Cercetari Nucleare din Dubna.

Meritele dlui prof. lon Tighineanu au fost
apreciate cu bursa Humboldt, Premiul National al
Republicii Moldova in domeniul Stiintei si
Tehnicii, Diploma de Merit a Consiliului Suprem
pentru Stiinta si Dezvoltare Tehnologica si ordinul
,Gloria Muncii”. A fost nominalizat ,,Savantul
Anului 2005” in domeniul stiintelor reale.

O contributie personala o are dl academician
lon Tighineanu in dezvoltarea cercetarii stiintifice
in cadrul Universitatii de Stat ,, Alecu Russo” din
Bilti.

Pe parcursul a a mai multor ani, acad. lon
Tighineanu a condus Programul de Stat in
domeniul Nano-tehnologiilor si nano-materialelor,
in care a cooptat echipe de cercetatori din
laboratoarele ,, Tehnologii laser” si ,,Utilaje si
tehnologii neconventionale” de 1la USARB.
Rezultatele obtinute in cadrul Programului de Stat
au fost publicate in doud numere speciale ale
revistei  Journal of  Nanoelectronics and
Optoelectronics, California, Statele Unite ale
Americii, Editor al acestor volume speciale fiind dl
acad. Tighineanu. Una din problemele dificile cu
care se confruntd cercetétorii balteni o constitue
asigurarea cercetdrii cu echipament modern de
cercetare. In baza a programului nominalizat, a fost
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procurat un microscop metalografic dotat cu
camera digitala si a fost proiectat si confectionat un
laser cu excimeri.

DI academician lon Tighineanu participa
activ in pregatirea specialistilor prin masterat,
doctorat si este consultant la tezele de doctor
habilitat a colaboratorilor USAR, asigura accesul
cercetatorilor balteni la utilajul modern de studiere
a morfologiei suprafetelor, compozitiei chimice si
a celei de faza in Centrul National de Studiu si
Testare a Materialelor, acorda asistenta la
interpretarea stiintificd a rezultatelor obtinute,
contribue la conexiunea echipelor baltene cu cele
din institutele academice si ramurale de cercetare
la nivel national si cu prestigioase centre din
Germania, Portugalia, Romania, Italia, Israel, etc.
La nivel international.

Cu deosebita placere dorim sa subliniem ca,
I-am conoscut pe academicianul lon Tighineanu:

-si In situatii in care imprejurdrile pareau
nefavorabile si pareau sa nu conduca la obtinerea
rezultatului scontat; i-am admirat atunci caltatile de
luptator, capacitatea de a infrunta dificultatile,
spiritul de a nu se lasa infrint de situatiile dificile,
de a cauta cu insistenta si indirjire solutii originale
la rezolvarea problemelor cu care se confrunta;

-in calitate de luptator neobosit pentru
sporirea prestugiului cercetarii stiintifice nationale
incorporand reusit Tn acesta activitate toate centrele

Cu deosebita consideratiune,

decanul Facultatii de Stiinte Reale,

Economice si ale Mediului de la
Universitatea de Stat ”Alecu Russo din Balfi

Secretarul stiitific al Consiliului facultatii
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din tara, asigurandu-le acces §i suport pentru
aderarea la cumunitatea stiintificd internationala,
punind in valoare cele mai frumoase si importante
realizari ale savantilor nostri si pe cele personale;

-in calitate de companion sociabil si placut,
stiind sa creeze o atmosfera prieteneasca, sa
intretind dar si sa respecte cerintele unei discutii
sincere, chiar si atunci cind opiniile sale difera de
cele ale interlocuitorilor sdi; am admirat expunerea
logicd a si neagresivd argumentelor sale, intr-un
mod deosebit de diplomatic in asa fel incit discutia
poartd amprenta unei dezbateri prietenesti si
colegiale, si din cre fiecare dintre interlocuitori
poate cistiga, chiar §i in cazul cind din start se
mentin opinii diferite.

Cu ocazia frumoasei aniversari, Ih semn
de nalta pretuire pentru aportul remarcabil in
domeniul cercetdrii nanotehnologiilor la nivel
national si international, pentru contributia
substantiald la pregatirea tinerei generatii de
cercetdtori si pentru cd, prin vocatie singulara
si profesionalism de mare altitudine, ati marcat
o etapa importantd in dezvoltarea societatii
stiintifice din Republica Moldova, Facultatea
de Stiinte Reale, Economice si ale Mediului va
aduce cele mai sincere felicitari, dorinduva
multi ani de activitate §i prosperitate.

dr.hab., prof.univ. Pavel Topala

dr., conf.univ. Valeriu Abramciuc



